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Hochiki Corporation, 2-10-43 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Japani

voimansydttdlaite, joka korottaa ja stabiloi jdnnitettd - Kraftkdlla

som héjer och stabiliserar spdnningen

Esilld oleva keksintd koskee tehonsydttdlaitetta, joka korottaa

ja stabiloi tasajénnitettd, erityisesti keksintd koskee tehonsydttd-
laitetta, joka korottaa ja stabiloi jénnitettd, jota voidaan tehok-
kaasti kdyttd3d ionisaatiotyyppisiid savunilmaisimia wvarten, Jjotka

toimivat tavallisilla kuivaparistoilla.

Jotta.voitaisiin kdyttdd laitteita, jotka tavallisesti vaativat suur-
ta jédnnitettd, pienjédnnitteisen tasajdnniteldhteen avulla, kuten
kuivaparistolla, jolla on rajoitettu energiakapasiteetti, ovat esilléi
olevan keksinnén keksijidt aikaisemmin ehdottaneet menetelmi#i janni-
teldhteen jénnitteen korottamiseksi siten, ettd laitteet voivat toi-
mia korotetulla jédnnitteelld. Edellsd mainitun ehdotuksen mukaan,
jossa kidytetHddn jEnnitteenstabiloijaa, joka stabiloi sySttdjinnit-—
teen vakioksi, korotettiin paristojinnite tavallisesti yli ennalta-
mdardtyn arvon ja korotetun jénnitteen yli tavoitteen menevi osa
kulutettiin stabilointilaitteessa jédnnitteen alentamiseksi siten,
ettd saatiin aikaan ennaltamddrdtty jdnnite. T&mdn vuoksi energian-
kulutus lisdantyi vastaavasti, mik8 aiheutti j&nnitelidhteen eliniin

lyhenemisen.



Esillid olevan keksinnon mukaisesti, jonka tarkoituksena on korjata
edelld mainitut puutteet, jinnitettd valvotaan korottamisen j&lkeen
ja kun korotettu jiAnnite ylittdid ennaltamddrdtyn arvon niin jannit-
teenkorotustoiminta vdliaikaisesti lopetetaan ja kun korotettu j&nni-
te laskee alle ennaltamddrdtyn jédnniterajan sdhkdn purkaantumisesta
johtien, jdnnitteenkorotustoiminta aloitetaan jdlleen ennaltam&drd-
tyn jannitteen tuottamiseksi, niin ettd jdnnite tulee stabiilisti
korotetuksi ja kulutetaan vdhennetty mddrd sdhkdenergiaa. Tdllaista
jdnnitteensydttdlaitetta, joka korottaa ja stabiloi j@nnitettd, voi-
daan tehokkaasti kdyttdd paristokdyttdisiéd ionisaatiotyyppisid sa-
vunilmaisimia varten, jotka on suunniteltu stabiilisti toimimaan sel-
laisten kuivaparistojen korotetulla j&nnitteelld, joilla on pieni

energiakapasiteetti.

Tdmdn vuoksi on esilld olevan keksinndn tarkoituksena saada aikaan
voimansytittblaite, joka korottaa ja stabiloi j&dnnitettd, jossa lait-
teessa vastuselementti, joka on riittdvd ylladpit&mid&dn suurta jdnnite-
eroa, on kytketty voimansybttdnavan (tai kuormituksen navan), jotka
on kytketty tasajdnnitesydtttdn ja jénnitteenkorotuspiiriin ulos-
tulonavan vdliin, joka jéannitteenkorotuspiiri tasasuuntaa ja korot-
taa vdrdhtelevdn ulostulon oskillaattoripiiristd, jota sydtetddn
virralla mainitusta tasajdnnitesydtdstd ja kytkentdelementti, joka
toimii muutoksella jédnnite-erossa, on sigdllytetty oskillaattoripii-
rin sisddnmenoon siten tehokkaasti valvomaan oskillaattoripiirin

sydttédmdda sdhkSvirtaa.

Oheisessa piirustuksessa on esitetty virtapiirikaavio, joka kuvaa

esilld olevan keksinndn mukaista voimansydttdpiirii.

Keksintd selitetddn seuraavassa vksityiskohtaisesti piirustuksessa
esitettyyn suoritusmuotoon liittyen.

Piirustuksessa on kuvattu ionisaatiotyyppisen savunilmaisimen vir-
tapiirikaavio, johon on sijoitettu esillid olevan keksinn®n mukainen
laite, joka korottaa ja stabiloi j&nnitteen. Symboli E edustaa voi-
manlahdettd, joka k&dsittdd 1 tai 2 yksikk&d 1,5 voltin kuivaparis-
toja ja symboli 11 osoittaa johdinta, joka on kytketty voimanl&hteen
E katodiin. Voimanl&hteen anodi on maadoitettu. Johtimenﬁf?,l ja maan
vdliin on kytketty hédlytyslaite I, jdnnitteenkorotuspiiri II, vi-

rdhtelynvalvontapiiri III, hdlytyksen ohjauspiiri IV ja savunilmai-



suyksikkd V. vaikka piirustus ei esitd kytkentd8d jinnitteenkorotus-
piirin II ja johtimen 21 vdlilld, on huomattava, ettd EI-JA-piirit
Ny, Noyeoos jotka sisdltyvdt jadnnitteenkorotuspiiriin II, ovat kaikki
kytketyt johtimeen L4 ja niitd sydtetddn sdhkdteholla voimanldh-
teestd E. Pistettd S johtimessa %, kdytetddn voimanl&hteen voiman-

sydttbnapana taikka kuormitusnapana.

Energiansydttdlaitteeseen, joka esilld olevan keksinndn mukaisesti
korottaa ja stabiloi j3nnitteen, kuuluu jénnitteenkorotuspiiri II Jja

vdrdhtelynvalvontapiiri ITIT.

Hilytyslaitteessa I on relekosketin a ja summeri, joka kdsittad kat-
kaisukoskettimen b ja kelan L, (ympdrditynd katkoviivakehyksellid B)
kytketty johtimen %; ja maan v&liin. Lisdksi on kipin&nsammutuspii-
ri, joka késittdd kondensaattorin C; ja vastuksen Ry, kytketty kos-
kettimen b ja kelan L; yhdisté&mispisteestd maahan.

Savunilmaisuyksikdssd V on ulomman ionisaatiokammion OC ulompi
elektrodi 3 kytketty johtimeen £;. Sisemmdn ionisaatiokammior IC
sisempi elektrodi 1 on kytketty jdnnitteenkorotuspiirin ulostulona-
paan R johtimen %, kautta ja ulostulonapa R on kytketty johtimeen %;
zener-diodin ZD, jonka polariteetti on kuviossa esitetty, ja vastuk-
sen R, kautta. védlielektrodi 2 on kytketty hilaan kenttdvaikutus-
transistorissa Fj, joka suorittaa kytkentdtoiminnan ja jonka emitte-
ri (source) on kytketty johtimeen 21 ja kollektori (drain) on kyt-
ketty hdlytyksen ohjauspiirin IV transistorin Trp kantaan.

Hdlytyksen ohjauspiirissd IV on transistorin Tr, kollektori kytket-
ty johtimeen %7, rele A on kytketty emitterin ja maan v&liin ja
diodi d2 liikajdnnitteen poistamiseksi on kytketty rinnan mainitun

releen kanssa.

Vdrdhtelynohjauspiirissd III on transistori Try ja vastus Ry kytketty
sarjaan johtimen 237 ja maan vdliin ja transistorin Trl kanta on kyt-
ketty kytkentdpisteeseen Q, jossa vastus R, ja zenerdiodi on kytket-
ty sarjaan keskendin. Kun vastus R, on muutettava, on mahdollista
asetella jdnnitteen jakaantumista zener-diodin ZD tekemiseksi johta-
vaksi. Transistorin Trj kollektori on kytketty EI-JA-piirin N, molem-
piin sis&ddnmenonapoihin, Lis#ksi rinnakkaispiiri, joka kédsittds vas-
tuksen Ry ja diodin d, ja kondensaattori C2 on kytketty EI-JA-pii-



rin N7 ulostulon ja maan v&liin., Oskillaattoripiiri OSCZ, joka
piirustuksessa on ympdrdity katkoviivakehykselld, on kytketty tran-
sistorin Tr, kannan ja kytkentdpisteen P v&liin, jossa vastus Rq ja

kondensaattori C, on kytketty keskenddn sarjaan,

Oskillaattoripiiriin OSC2 kuuluu EI-JA-piirit N4 - N6’ vastukset

R, = R8’ kondensaattorit C, ja Cy ja diodi d3. EI-JA-piirin N, si-

6
sddnmenonapa, so., oskillaattoripiirin OSC2 sisddnmenonapa on kytket-
ty kytkentdpisteeseen P vastuksen R6 kautta, samalla kun EI-JA-pii-
rin N5 ulostulonapa on kytketty EI-JA-piirin Ny ulostulonapaan, so.

oskillaattoripiirin 0SC, ulostulonapa on kytketty transistorin Tr,

kantaan vastuksen Rg kaﬁtta. Vastus R ja kondensaattori C3 on kyt-
ketty EI-JA-piirin N4 toisen sisddnmenonavan ja EI-JA-piirin N5
ulostulonavan vdliin ja vastus Ry ja EI-JA-piiri N, on kytketty sen
kytkentidpisteen, jossa vastus R7 ja kondensaattori C3 on kytketty
sarjaan ja EI-JA~piirin Ng ulostulonavan védliin. Lisé&ksi sarjapiiri,
joka kédsittdid kondensaattorin Cy ja diodin d3 on kytketty rinnan

vastuksen R8 kanssa.

Kun jdnnite L (matala) tasolla johdetaan EI-JA-piirin N4 vastuksen
R6 kautta, ogkillaattoripiiri OSC2 tuottaa ulostulon, joka on aina

H (korkea) tasolla; oskillaattori OSC2 on sen vuoksi stabiloitu

eikd virdhtele. TH11ld hetkelld EI-JA-piirin Ng ulostulo on L-tasolla,
niin ettd transistoria Tr, ei ole tehty johtavaksi ja rele A ei saa
virtaa. Kun sisddmmeno EI-JA-piiriin N4 muutetaan L-tasolta H-tasol-
le, oskillaattoripiiri ottaa vastakkaisen tilan ja alkaa vdrdhdelld,
niin ettd ulostulot H-tasolla ja L-tasolla tuotetaan vuorotellen
EI-JA-piiristd N.. Sen vuoksi transistori Tr, fulee kytketyksi joh-
tavaksi ja ei-johtavaksi toistuvasti, mink& johdosta rele A tulee
jaksottaisesti virralliseksi aiheuttaen sen, ettd summeri B jaksot-

taisesti tuottaa hdlytysdidnen.

Jénnitteenkorotuspiiriin II kuuluu oskillaattoripiiri 0s8Cq ja jén-
nitteen kertova tasasuunnin REC on kytketty EI-JA-piirin N7 ulos-
tulonavan ja sen yhdistdmispisteen R védlille, jossa zener-diodi ZD
ja kondensaattori C6 on kytketty sarjaan keskend&n, Oskillaattori-
piiri OSCl kdsittdd EI-JA-piirit Nl - N3, jotka on kuviosta ndhtéa-
vdlld tavalla kutketty sarjaan, jolloin EI-JA-piirin Ny sisddnmeno-
napa, so., oskillaattoripiirin 0SC; sisddnmenonapa on kytketty EI-JA-

piirin No ulostulonapaan. Rinnakkaispiiri, joka késittdd vastuksen



RlO ja lédmpodtilakompensointitermistorin Th sekd vastus R9 on kyt-
ketty EI-JA-piirin N; sisddnmenonavan ja ulostulonavan védliin ja
kondensaattori Cg on kytketty EI-JA-piirin N; sisddnmenonavan ja
EI-JA-piirin N3 sisddnmenonavan vdliin. Kun H-tasoinen sisd&nmeno
johdetaan EI-JA-piirin Ny sisddnmenonapaan, oskillaattoripiiri 08C4
alkaa vdrdhdellsd, jollein jannitteet, jotka vuorotellen vaihtelevat
I~tason ja H-tason valilld: tuotetaan EI-JA-piirien Né-javNB'ulostulonapojenavé-
Aiin. Ni&m3 j3nnitteet tasasuunnataan jénnitteenkertojatasasuuntaa-
jalla REC (kerrottuna nelinkertaisiksi tdssd suoritusesimerkisséd),
joka koostuu diodeista d4 - d8 ja kondensaattoreista Cg ~ ClO pii-
rustuksessa esitettyyn tapaan ja muutetaan korkeaksi negatiiviseksi
potentiaaliksi, joka esiintyy ulostulonavassa R. Kun jdnnite L-ta-~
solla johdetaan EI-JA-piirin N; sisd&nmenonapaan, oskillaattori

0SC, ei vdrdhtele eikd korota jéannitettd.

Jannitteenkeorotuspiirin II toiminta selitetdd@n seuraavassa. Kun voi-
manlidhde kytketddn normaaleissa olosuhteissa, tulee H-tason jdnnite
johdetuksi EI-JA-piiriin Ny, mikd aiheuttaa oskillaattoripiirin

OSCl vdrdhtelemisen. Vdrdhtelyulostulo tasasuunnataan ja vahviste-
taan jdnnitteen kertovalla tasasuuntimella REC tuottamaan korkea
negatiivinen potentiaali ulostulonavassa R. Korkea negatiivinen po-
tentiaali johdetaan sitten savunilmaisuyksikk®d®n V oikealla tavalla
kdyttdmddn tdtd. Sen vuoksi ellei ole olemassa mitdin savun sisdin-
virtausta niin kenttdvaikutustransistori F, pysyy johtamattomana

ja transistori Tr2 on johtamattomana; rele A ei ole virrallisena
eikd hdlytystd tuoteta. Kun ennaltamiirdttyd arvoa suurempi negatii-
vinen potentiaali tuotetaan tuloksena vdrdhtelystd ja jidnnitettd
kertovasta tasasuuntauksesta jénhitteenkorotuspiirissé II, niin
zener-diodi ZD tulee kytketyksi kiinni ja potentiaali kytkentdpis-
teessd Q tulee vedetyksi negatiiviselle puolelle, mikd aiheuttaa
transistorin Tr; tulemisen johtavaksi. T&m&n vuoksi EI-JA-piirii

N, syOtetddn jdnnitteen H-tasolla ja se tuottaa j#nnitteen L-tasolla.
Tamdn seurauksena oskillaattorin OSCl virdhtely pysdhtyy ja j&nni-
tettd kertova tasasuunnin REC ei vahvista (korota) jidnnitettd.
Sdhkdvaraus, joka on akkumuloitu kondensaattoriin CG sina aikana kun
jédnnitettd korotettiin, purkautuu vidhitellen lHpi savunilmaisuyk-
sikdn V. T&dmdn jakson aikana ennaltam#&dritty jEnnite tulee sydte-
tyksi savunilmaisuyksikk&®n. Kun purkautuminen jatkuun, laskee ulos-
tulonavan R potentiaali alle ennaltam#irityn arvon. Kun potentiaali

ulostulonavassa R on laskenut alle ennaltam&dirdtyn arvon, zener-



diodi ZD tulee johtamattomaksi, jolloin potentiaali kytkent&pis-
teessd Q tulee vedetyksi kohti positiivista puolta, mika aiheuttaa
sen, ettd transistori Try tulee johtamattomaksi. T&mdn johdosta tulee
L-tasoinen sisddnmeno sydtetyksi EI-JA-piiriin N4, ja H-tasoinen
sisddnmeno tulee sydtetyksi EI-JA~piirin Nj sisddnmenoon. Téamédn seu-
rauksena aloittaa oskillaattoripiiri 05C4 uudelleen vdrdhtelyn ja
jé@nnitettd kertova tasasuunnin REC aloittaa jénnitevahvistuksen,

niin ettd potentiaali ulostulonavassa R nougee ennaltamddrdttyyn

arvoon.

Kun potentiaali ylittéad ennaltamddrdtyn arvon jdlleen, zener-diodi
ZD tulee johtavaksi ja aiheuttaa transistorin Trl tulemisen johta-
vaksi; oskillaattoripiirin OSCl védrdhtely pysdhtyy ja akkumuloitu
jédnnite puretaan. Edelld mainittu toiminta toistetaan t&min Jjdlkeen
ja siten ylldpidetddn potentiaali ulostulonavassa R, so. pidetdéin
korotettu ulostulojdnnite ennaltamddrdtyssd arvossa. Tdssd, kun
ulostulonavan R potentiaali laskee alle ennaltamddrdtyn arvon, EI-
JA-piiri N7 tuottaa H-tasoisen ulostuldn, joka sdhkOisesti varaa
kondensaattorin C,, mahdollisesti, aiheuttaen oskillaattoripiirin
0SCy védrdhtelyn. Jos voimanl&ihteen E jdnnite on suurempi kuin ennal-
taméddrdtty arvo, niin jdnnitteenkorotuspiirid II kdytetddn pitimdén
potentiaali ulostulonavassa R ennaltamd&drdtyn arvon yldpuoella ja
pitédm&dn EI-JA-piirin N7 ulostulo L-tasolla. Kondensaattori C, tulee
té&mdn johdosta puretuksi eikd anna H-tasoista sis#ddnmenoa EI-JA-

piiriin N4 .

Kun korotettu jdnnite jdnnitettid kertovasta tasasuuntimesta REC
taikka, toisin sanoen, kun potentiaali ulostulonavassa R ei pysty
saavuttamaan korkeata negatiivisen polariteetin omaavaa potentiaa-
lia johtuen pariston energiakapasiteetin loppuunkulumisesta, niin
zener-diodi ZD pysyy johtavana, minkd johdosta potentiaali kytkent&-
pisteessd Q tulee vedetyksi kohti positiivista puolta. Transistori
Tr; tulee sen vuoksi johtamattomaksi ja EI-JA-piirin N7 ulostulo
pysyy H-tasolla. Sen vuoksi jatkaa oskillaattoripiiri OSCl vardhte-
lyd (potentiaali ulostulonavassa R ei kuitenkaan yliti ennaltamii-
rattyd arvoa siitdkd&n huolimatta, ettd se vahvistetaan jidnnitettd
kertovalla tasasuuntimella REC, koska pariston energiakapasiteetti
on tullut loppuunkulutetuksi), samalla kun kondensaattori C, tulee
sdhkOisesti varatuksi EI-JA-piirin N, H-tasoisella ulostulolla.

Taman vuoksi jé&nnite ylittdd ennaltamddridtyn arvon ja tulee sydte-



tyksi EI-JA-piiriin N,, mik& saattaa oskillaattoripiirin 03C, vé-
ridhtelemddn. Tdman seurauksena tulee transistori Tr2 johtavaksi ja
johtamattomaksi toistuvasti antaen jaksottaisesti virtaa releelle
A, Ta&midn johdosta summeri B saa jaksottaisesti virtaa tuottaakseen

jaksottaisesti’hélytysddnen informaationa pariston loppuunkulumisesta.

Kun savua todetaan, laskee tunnetusti vdlielektrodin 2 potentiaali,
jolloin kenttévaikutustransistori F; tulee johtavaksi ja my&s tran-
sistori Trp tulee johtavaksi, mikd aiheuttaa sen, ettd rele A saa

jatkuvasti virtaa. Kosketin a sulkeutuu ja k&dynnistdi summerin B.

Esilld olevan keksinndn mukaisesti, kuten edellid yksityiskohtaisesti
selitettiin, tarkkaillaan vahvistettua Jj&nnitettid jatkuvasti. Kun
vahvistettu jdnnite ylittdd ennaltamad&rdtyn jédnnitearvon, vahvistus-
toiminta pysdytetddn ja akkumuloidun sdhkGenergian annetaan purkau-
tua. Kun vahvistettu j&nnite laskee alle ennaltamddrdtyn arvon,
aloitetaan vahvistustoiminta uudelleen jd@nnitteen nostamiseksi ennal-
tamddrdttyyn arvoon. Tdten on mahdollista stabiloida vahvistettu
(korotettu) jdnnite samalla kun kulutetaan vihemmin sihkbenergiaa
kuivaparistojen odotettavissa olevan elinifn pidentdmiseksi. Vaikka
oskillaattoripiirin OSCl toiminta tdssd suoritusmuodossa pysdytet-
tiin ja k&ynnistettiin toistuvasti vakinaisen vahvistetun jinnite-
ulostulon aikaansaamiseksi, on myts mahdollista aikaansaada vahvis-
tettu vakioulostulo muuttelemalla oskillaattoripiirin virdhtely-

periodia.



Patenttivaatimukset
1. voimasy®ttolaite, joka vahvistaa ja stabiloi tasajédnniteldhteen

jénnitteen, t unnet tu siitd, ettd laitteeseen kuuluu
tasajdnniteldhde (E);

mainitusta tasajdnniteldhteestd energiansa saava vdrdhtelevd piiri
(0SCq) ¢

piiri (C6-ClO, d4-d8), joka vahvistaa ja tasasuuntaa mainitun
oskillaattoripiirin (OSCl) ulostulon; ja

vérdhtelynohjauspiiri (ZD, R,, Try, N7), joka valvoo mainitun wvah-
vistus- ja tasasuuntaajapiirin ulostulojdnnitettid ja joka, kun mai-
nittu ulostulojdnnite on suurempi kuin ennaltamddrdtty jénnite,
hillitsee mainitun oskillaattoripiirin (OSCl) védrdhtelyn alentaak-
-seen mainittua ulostulojdnnitettd ja joka, kun mainittu ulostulo-
jdnnite on pienempi kuin ennaltamddrdtty jénnite, sallii mainitun
'oskillaattoripiirin normaalisti omaksua vdrdhtelytoiminnan, niin
ettd mainittu ulostulojdnnite nostetaan ennaltamddrittyyn arvoon.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen voimansy&ttdlaite, jonka kuormi-
tusnapa (S) on kytketty kuormitus- ja jdnnitteenkorotusnapaan,
tunnettu siitd, ettd

tasajénniteldhteelld (E) on elektrodi, joka on kytketty voimansydttd-
johtimeen (21), jossa on kuormitusnapa (S) ja jdnniteldhteelld

on toinen elektrodi, joka on maadoitettu;

oskillaattoripiirin (0SC;) sisddnmenonapa on kytketty mainittuun
kuormitusnapaan (S) ja oskillaattoripiirissd (0SCj) on ulostulonapa
vdrdhtelyulostulon tuottamiseksi;

vahvistuspiirissd (jédnnitteenkorotuspiirissi) (Cg=Cy4) on sisdén-
menonapa, joka on kytketty mainittuun oskillaattoripiiriin (OSCl) ja
j@&nnitevahvistusnapa (R), josta mainittu vidrdhtelevi ulostulo tuote-
taan tasasuuntauksen ja vahvistuksen jdlkeen;

jénnitevahvistuslinja, johon sis&dltyy vastuselementti (Ry) 4 joka on
kytketty mainitun j&nnitevahvistusnavan (R) ja mainitun voiman-
syottdjohtimen vdliin, niin ettd riittdvdn suuri potentiaaliero
ylldpidetddn voimansydttdjohtimen (21) potentiaalin ja j#nnitevah-
vistusnavan . (R) potentiaalin viAlilld; ja

kytkentdelementti (Trl) on kytketty mainitun oskillaattoripiirin
(OSCl) mainittuun sisddnmenonapaan ja sitd ohjataan mainitun j3#nnite-

vahvistuslinjan potentiaalilla s&hkdvoiman sy®tdn siditelemiseksi.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen voimansy®dttblaite, t unne t tu



siitd, ettd mainittuun oskillaattoripiiriin (0SC7p) kuuluu kaksi
EI-JA-piirid (N1, N2} kytkettyind sarjaan, jolloin ensimmiisen
EI-JA-piirin (N1) sisdidnmenonapa on kytketty mainittuun kytkenti-
elementtiin (Tr;) vield yhden EI-JA-piirin (N7) Kkautta.

4, Patenttivaatimuksen 2 mukainen voimansy&ttdlaite, t un n e t -
t u siitd, ettd mainittuun jdnnitevahvistuslinjaan kuuluu minimi-
jé@nnite~elementti, kuten esimerkiksi zener-diodi (ZD) kytkettynd
mainitun vastuselementin (Ry) ja mainitun jdnnitevahvistusnavan (R)

valiin.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen voimansydttdlaite, t un n e t~
t u siitd, ettd mainitun kytkentdelementin muodostaa transistori
(Trl), jonka kanta on kytketty kytkentdpisteeseen (Q) vastuselemen-

tin (R2) Ja minimijdnnite~elementin (2ZD) vidlissi.

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen voimangydttdlai-
te, tunnettu siitd, ettd mainittuun jidnnitevahvistus- ja
tasasuuntauspiiriin kuuluu joukko diodeja (d4 - d8) ja kondensaatto-
reita (C6 - Cl0) kytkettyin&d sindnsd tunnettuun kaskaaditapaan.






eteen H ja vastaavasti kuulutus- ja patenttijulkeisun numeron eteen K ja P.
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